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Utilizando transistores efecto de campo de compuerta aislada de Canal permanente N, cuyos principal es datos son:

5mA (minimo) -0,8 Valt (minimo)
BVpss > 45Volt - Ipgs = 17 " (tipico) - V, =-3,0 " (tipico)

25 " (maximo) -80 " (maximo)
less < 15nA - Tgs = 200KOhm (I, =10mA)

serequiere proyectar una etapa amplificadoratal que satisfaga el esquemay datos que se transcriben a continuacion:

G Co

Re
}_. AVs__|AVs| _{ R =3 KOhm

Rc=50 KOhm +

V. \ > 2 Volt
A Vi S_ |AVS|>7 R [\6 O max
Vs=7,
VS
Etapa
Amplificadera

La misma debe funcionar adecuadamente alin en presencia de la dispersion de fabricacién cuyos datos tipicos se
proporcionaron precedentemente.

Es imprescindible la utilizacion de circuitos equivalentes para justificar las ecuaciones y/o relaciones que se
utilicen.

Seleccionado el circuito autilizar y calculado sus componentes, luego de su gjuste a val ores standard o comerciales
serequiere realizar la correspondiente verificacion.
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Utilizando transistores efecto de campo de compuerta aislada de Canal permanente N, cuyos principal es datos son:

5mA (minimo) -0,8 Volt (minimo)
BVD$ > 45Volt - IDSS =17 " (tprCO) - VD = '3,0 " (tipICO)

25 " (maximo) -80 " (maximo)
less < 15NA - g = 200KOhM (Ip =10mA)

serequiere proyectar una etapa amplificadoratal que satisfaga el esquemay datos que se transcriben a continueacion:

RS c'l Co
}_. AVs__|AVs| _{ R =3 kOhm

Re=50 KOhm 4

V. V. > 2 Volt
v S_ |AVS|>7 RL [\6 O max
AVszv_
=)
Etapa
Amplificadera

La misma debe funcionar adecuadamente alin en presencia de la dispersion de fabricacién cuyos datos tipicos se
proporcionaron precedentemente.

Es imprescindible la utilizacion de circuitos equivalentes para justificar las ecuaciones y/o relaciones que se
utilicen.

Seleccionado el circuito a utilizar y cal culado sus componentes, luego de su gjuste a valores standard o comerciales
serequiere realizar la correspondiente verificacion.
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Proyectar una etapa amplificadora bipolar estabilizada adecuadamente, tal que gjustada al esgquema de circuito y
datos que se proporcionan seguidamente:

Rs C'l C0
Rc= 300 Ghm 4 R = 30 KOhm
v Vs AVs=|AVs| R [\6 b oy > 2 Volt
A= -
3 VS
Etapa
Amplificadera

presente unaresistencia de entrada R, = 05.R, y proporcione la tension de salida precedentemente indicada cuando la
tension de excitacion sea Vgna, = 400 mV, ambas con una tolerancia no superior a 10 % (en + 0 en -) y para una operacion
lineal.

Justificar todas las adopciones y calcular todos los componentes del circuito amplificador, adoptando los valores
standard o comerciales que correspondan, haciendo uso de circuitos equival ente tanto estéticos como dinamicos de donde
se deduzcan las expresiones matemati cas utilizadas para dichos célcul os.

Concluida la etapa de célculo y adopciones se debera verificar el comportamiento del circuito, en especial respecto
delas caracteristicas solicitadas.
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Proyectar una etapa amplificadora bipolar estabilizada adecuadamente, tal que ajustada al esquema de circuito y
datos que se proporcionan seguidamente:

Cao

R_ = BO KOhm

VA
RL [Vo AVs :V_o
s

RS = 8 KOhm
AVs

v,
|vS |= 60 mvolt
max -

Etapa
Amplificadora

presente una resistencia de entrada R, = R; y proporcione la tension de salida precedentemente indicada cuando la
tension de excitacion sea [Ays] = 80, ambas con unatolerancia no superior a10 % (en + 0 en-) y para una operacion lineal.

Justificar todas las adopciones y calcular todos los componentes del circuito amplificador, adoptando los valores
standard o comerciales que correspondan, haciendo uso de circuitos equivalente tanto estaticos como dindmicos de donde
se deduzcan las expresiones matematicas utilizadas para dichos célcul os.

Concluida la etapa de célculo y adopciones se debera verificar el comportamiento del circuito, en especial respecto
delas caracteristicas solicitadas.
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Proyectar una etapa amplificadora bipolar estabilizada adecuadamente, tal que gjustada al esquema de circuito y
datos que se proporcionan seguidamente:

_{ Lo
RL= 100 KOhm
AVs Ve
RL 0 AVS=_0
Ve
Etopa
Vg = vSmux . sen(wt) Amplificadora

Transistores disponibles: CA3086 y BC547B

presente unaresistenciade entrada R, = R, proporcione latension de salida correspondiente y una gananciade tension
Ay s = 150, ambas con unatolerancia no superior a10 % (en + 0 en-) y paraunaoperacion lineal.

Justificar todas las adopciones y calcular todos |os componentes del circuito amplificador, adoptando |os valores
standard o comercial es que correspondan, haciendo uso de circuitos equival entes tanto estaticos como dinamicos de donde
se deduzcan las expresiones matemati cas utilizadas para dichos cél cul os.

Concluida la etapa de célculo y adopciones se debera verificar a) el comportamiento del circuito respecto de las
caracteristicas solicitadas; b) Rectas de carga estéticay dinanica; ¢) Calcular el factor de estabilizacion (FE) y la Potencia
Disipada por €l Transistor comprobando si es admisible y d) Determinar |a Potencia de Salida de Sefial maxima, la Potencia
Entregada por la Fuente de Alimentacion y el Rendimiento de Conversion de Potencias.
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Proyectar una etapa amplificadora bipolar estabilizada adecuadamente, tal que gjustada al esquema de circuito y
datos que se proporcionan seguidamente:

_{ G
Ry = 8 KOhm A R_= BO KOhm
v, Vs R [v Vo
= L |0 Ave=—0nr
|vgmax|_ 60 mVolt >\ Vs=
Etapa

Amplificadera
Transistores disponibles CA3086 y BC547B '

presente unaresistencia de entrada R, = R, proporcione latension de salida senoidal correspondientey laganancia de
tension (en madulo) sea A 5= 80, ambas con unatolerancia no superior a 10 % (en + 0 en-) y para unaoperacion lineal.

Justificar todas las adopciones y calcular todos los componentes del circuito amplificador, adoptando los valores
standard o comerciales que correspondan, haciendo uso de circuitos equival ente tanto estaticos como dinamicos de donde
se deduzcan las expresiones mateméti cas utilizadas para dichos cél cul os.

Concluida la etapa de célculo y adopciones se debera verificar a) el comportamiento del circuito respecto de las
caracteristicas solicitadas; b) Rectas de carga estéticay dinamica; c) Calcular €l factor de estabilizacion (FE) y la Potencia
Disipada por €l Transistor comprobando si es admisible y d) Determinar |a Potencia de Salida de Sefial maxima, la Potencia
Entregada por la Fuente de Alimentacion y el Rendimiento de Conversion de Potencias.
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Utilizando un transistor bipolar de silicio NPN que posee |as siguientes caracteristicas:
50 (minimo)
BVcee, > 25Volt - hg = 200  (tipico) - h = 200  (tipico)
300 (M&ximo) - Ve =05V (tipico)

datos estos validos para corrientes comprendidas entre: 01mA < Ic <10mA
presentando ademas:

Vearly = 100 V - Tpjwax =150°C - Rthy =02°C/mwW
1°) se requiere proyectar una etapa amplificadora con €l criterio de imponer una excursion simétrica maxima (punto Q

centrado en la parte (til de la recta de carga dindmica) no inferior a2 Volt y en modo tal que, con una polarizacién que se
independice de la dispersion, satisfaga el esquemay datos que se transcriben a continuaci on:

Co

C.
S [}
Rg = 2 KOhm  + RL = 6 KOhm
VSQ RiA AVS RL [\/0 Avs=i
- Vs

Etapa
Amplificadora

| Avg | mayor © igual a 15 - Ria= 4 KOhm

En el proceso del proyecto @) deben hacerse uso intensivo de los circuitos equivalentes tanto estaticos como
dindmicos de donde se puedan deducir las ecuaciones de célculo utilizadas; b) se deben justificar la configuracion circuital
amplificadora utilizada asi como los valores de los componentes que se adopten; c) deben emplearse resistores de la serie de
10 % detolerancia.

29) concluida la etapa de célculo y adopciones se debera verificar el comportamiento del circuito propuesto, en especial
respecto de las caracteristicas solicitadas.

3°) verificar ademas. a) Rectas de carga estética y dindmica, b) factor de estabilizacion, ¢) Potencia disipada méxima por €
transistor comprobando si la misma es admisible para una temperatura ambiente de trabajo de 50 °C, d) Potencia de salida de
sefial maxima, potencia entregada por la fuente de alimentacion y rendimiento de conversion de potencia.
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Utilizando un transistor bipolar de silicio NPN tipo 3086 seleccionado con BVg, > 20 Volt



19 se requiere proyectar una etapa amplificadora con el criterio de imponer una Resistencia de Entrada del Sistema
Amplificador ( Rs) no inferior a 25 KOhm y en modo tal que, con una polarizacién que se independice de la dispersion,
satisfaga el esquemay datos que se transcriben a continuacion:

R|'s
G
|| | _| CU
J\ I RL = 100 Kohm
I A
s \T[/ Re RL M \A =45V
max
R =100 KOhm
_ Etapa
|S max 20 pA Amplificadera

R: mayor o igual a 25 KOhm

En el proceso del proyecto a) deben hacerse uso intensivo de los circuitos equivalentes tanto estaticos como
dinamicos de donde se puedan deducir |las ecuaciones de calculo utilizadas; b) se deben justificar la configuracion circuital
amplificadora utilizada asi como los valores de los componentes que se adopten; ¢) deben emplearse resistores de la serie de
10 % de tolerancia.

29) concluida la etapa de célculo y adopciones se debera verificar el comportamiento del circuito propuesto, en especial
respecto de las caracteristicas solicitadas.

39) verificar ademés: a) Redas de carga estética y dinamica, b) factor de estabilizacion, ¢) Potencia disipada méxima por el
transistor comprobando si la misma es admisible para una temperatura ambiente de trabajo de 50 °C, d) Potencia de salida de
sefial maxima, potenciaentregada p or lafuente de alimentacion y rendimiento de conversion de potencia.
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Utilizando un transistor bipolar de silicio NPN que posee las siguientes caracteristicas:



50 (minimo)
BVceg, > 25Volt - hg = 200  (tipico) - h = 200  (tipico)
300 (M&imo) - Vegss =05V (tipico)

datos estos validos para corrientes comprendidas entre: ImA < | <10mA
presentando ademas:
Veary = 100 V - Tpjwax =150°C - Rthy =02°C/mW

1°) se requiere proyectar una etapa amplificadora con €l criterio de imponer una excursion simétrica maxima (punto Q
centrado en la parte Util de larectade carga dindmica) y en modo tal que, con una polarizacion que se independice de la
dispersién y emplee una resistencia en el emisor ( R ) de 390 Ohm satisfaga €l esquema y datos que se transcriben a
continuacion:

Re C'l Co
n RL= 2 KOhm
V. V-T AV R T\/ Vo
S_ | L (@] AVS:I= _| AVS |
Etapa
Amplificadora
VO ,
| Av | = | Vi | mayor o igual a 160

En el proceso del proyecto @) deben hacerse uso intensivo de los circuitos equivalentes tanto estéticos como
dindmicos de donde se puedan deducir las ecuaciones de célculo utilizadas; b) se deben justificar la configuracion circuital
amplificadora utilizada asi como los valores de |os componentes que se adopten; ¢) deben emplearse resistores de la serie de
10 % de tolerancia.

29 concluida la etapa de célculo y adopciones se debera verificar el comportamiento del circuito propuesto, en especial
respecto de las caracteristicas solicitadas, especiamente lagananciaAy s paraunaRs=1 KOhmy lagananciaA, .

39) verificar ademés: @) Rectas de carga estética y dinamica, b) factor de estabilizacion, c) Potencia disipada maxima por €l

transistor comprobando si la misma es admisible para una temperatura ambiente de trabajo de 50 °C, d) Potencia de salida de
sefial méxima, potencia entregada por la fuente de alimentacion y rendimiento de conversion de potencia.
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